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Обнаружено, что облучение нейтронами существенно влияет на величину возникающих при нагреве тока короткого замекания и напряжения, а также на сопротивление структур [1-2]. 
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Рис. Генерация при нагреве носителей в эпитакциалных пленочных кремниевых р-п –структура (пленка н- типа на подложке КДБ-10) 1-через 38 дней после облучения, 2- повторные измерение через 30 дней
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